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希薄合金の電子照射損傷に及ぼす合金元素の影響を知るために，純 AI ， AI 一 Mg ， AI-Zn , AI -
S i , A 1 -Ag および AI-Cu 希薄合金を 2MV超高電圧電子顕微鏡及び 200KV電子顕微鏡内にて
電子照射すると共にその場観察を行った白その結果は 第 1 に電子照射により純 Al の場合と同様に二











果が次のように解釈された白第 1 に挙げた転位 jレープの数密度の増加と潜伏期間の増大は，格子間原
子と溶質原子の結合による jレープの核形成の促進と それによるノレープの成長速度の遅延によると考え













る為に.純 A 1, A 1 一Mg. A 1 -Z n. A 1 -S i , A 1 -Ag及び A1-Cu 希薄合金を 2MV 超高電圧電



















以上の研究により. A 1 稀薄合金の電子照射損傷における基本的挙動か明らかにされ，反応速度論的
解析により理解されたので この研究分野の発展の為の一つの布石ができたと云ってもよし」よって本
--509 
論文は博士論文として十分の価値があると認める白
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